Posudek skolitele na doktorskou disertacni praci Mgr. Martina Setvina:
»Interaction of group 111 and IV metals with Si(100) surface
in temperature range from 20 to 800 K**

Mgr. Setvin se ve své disertaéni praci zabyva studiem elementarnich procest pfi
pocatecnim ristu india na povrchu kiemiku Si(100), identifikaci atomi In a Sn v dimerech
bimetalickych 1-D fetizki na Si(100) a nanostrukturami Al na stejném povrchu Si, které
vznikaji pfi zvySenych teplotich. Prace je pfevazné experimentdlni, spojuje rlstové
experimenty na orientovaném povrchu Si(100) s méfenimi pomoci metod STM, STS a
dynamickych méfeni pomoci AFM typu ,,q-plus® — v8e s atomdrnim rozliSenim v podminkéach
UHV. Nizkoteplotni experimenty a AFM méfeni byly provedeny ve FZU AVCR
v Cukrovarnické, v oddé€leni tenkych vrstev a nanostruktur. Soucasti prace je vyuZiti metody
kinetické Monte Carlo pro simulace riistovych charakteristik experimentalné ziskanych pro
pocatecni stadia ristu fetizkl india pii pokojové teploté.

Prace se zabyva otizkami zikladniho vyzkumu, které jsou v centru zdjmu fady
prednich experimentaln¢ i teoreticky zaméfenych tymi ve svéte. Pfinasi fadu novych
poznatkd a vysledki, které podstatné ptispivaji k hlub§imu porozuméni procesiim pfi ristu
kovii na anizotropnim, technologicky vyuzivaném povrchu Si(100) a vlivu morfologie na
elektronovou strukturu kovového adsorbatu. Mnoho vysledkil je dulezitych 1 z hlediska
metodologie ziskavani informace o povrchu metodami SPM s atomarnim rozliSenim.

Autor se v prvnich tfech kapitolach zabyva orientovanymi povrchy kiemiku a
metodami SPM vyuzitymi pii méfenich a principem pouzit¢é metody Monte Carlo. Piehled
problematik je stru¢ny, ale dostatecné vystizny a vhodné doplnény dilezitymi odkazy.
Vysledky studia difuznich parametri pro atomy india ziskané simulacemi rtstovych
charakteristik (kapitola 4) autor mohl srovnat s hodnotami ziskanymi pfimym pozorovanim
pohybu atomtli na povrchu Si(100) pfi snizenych teplotach (kapitola 6). Pfimé experimentalni
urceni téchto parametrti (méfeni 1 metoda zpracovani dat) pro dany povrch je vibec prvni
svého druhu (Clanek v recenznim fizeni v PRB, Rapid Communication). Stejné tak vyuziti
bezkontaktnich méfeni pomoci AFM pro identifikaci atomli In, Sn a Si ve smiSenych
dimerech bimetalickych fetizkli je zcela nové, ptinasi dulezité vysledky a prokazuje vyhody
sou¢asného méreni STM/AFM (kapitola 7). Strukturami Al na Si(100) se zabyvame
v oddéleni tenkych vrstev na KFPP MFF UK delsi dobu. Autor v praci uvadi vysledky svého
studia pomoci STS zaméteného na souvislost elektronové struktury povrchu se zobrazovanim
a morfologii kovovych fetizkii. Pro studium ,,magickych* klastrti vznikajicich pfi zvySené
teploté povrchu autor opét vyuzil kombinaci STM/AFM méteni.

Diserta¢ni prace obsahuje mnoho novych poznatkl, které autor dokézal diskutovat
v kontextu soucasnych znalosti a poslednich publikovanych experimentalnich a teoretickych
vysledktl. Prace je psand anglicky na slu$né urovni a pfestoZze v ni lze najit par opomenuti,
povazuji ji za velmi zdatilou a doporucuji k obhajobé.

Mgr. Setvin se béhem svého doktorského studia vénoval 1 dalSim fyzikalnim
problémim, které nejsou obsahem prace. Méa velky podil na experimentdlnim studiu
zaméeieném na optimalizaci metodiky piipravy a ,,rekondice wolframovych hrotii (publikace
v Ultramicroscopy). V dobé pobytu v centru NIMS v Tsukubé se ve skupin¢ vedené prof.
Miki zapojil do vyzkumu struktury rekonstrukce povrchu Si(110) a adsorpce na daném
povrchu, kde vyuzil své experimentdlni dovednosti s STM (fada publikaci v PRB,
J.Phys.Cond.Mat.)



Dale musim ocenit praci Martina Setvina pfi pfipravé technické stranky experimentl
v laboratoii STM na KFPP, ktera spocivala v konstrukéni piipravé diltt do vyroby, testovani
prototypll i samotné vyrobé a chemické ipravé soucasti experimentalnich zatizeni. Konstatuji,
ze uchaze¢ je zdatny a aktivni jak pfi pfipravé experimentd a méfeni, tak i vysledk pro
publikaci a navic vladne manudlni zru¢nosti.

Mgr. Setvin béhem postgradudlniho studia prokazal schopnost samostatné
experimentalni prace, védeckého hodnoceni ziskanych dat a jejich publikovani. O jeho
kvalitich svéd¢i tada praci vrecenzovanych cCasopisech, kde je prvnim autorem resp.
spoluautorem, aktivni u¢ast na mezinarodnich konferencich a v neposledni fad¢ i jeho Gspésné
zapojeni v oddéleni tenkych vrstev a nanostruktur FZU AVCR v Praze. Jsem piesvédéen, Ze
jeho vysledky a ptedlozena prace jednoznaéné svédci pro udéleni doktorského titulu.

V Praze, 20. prosince 2011 Doc. RNDr, Ivan Ostadal, CSc.



